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Tvaportar:

Thevéninekvivalent
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DérZTH = ZN OCh IN = VTH/ZTH'

Komplexa Tal

z=a+jb=|z|e/?®

— 2 4 p2 - b
|z| =/ (a? + b?), ¢ = arctan—oma > 0.

Komplex Effekt

S =-VI* =P +jQ = |S|(cos ¢ + j sinp)
Skenbar Effekt: |S| [VA]

P = Re{S}= aktiv effekt [W]

Q = Im{S} reaktiv effekt [VA/]=[VAR]

cos p=effektfaktor

Effekttrianglar for en komplex last Z; = R + jX
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Effektanpassning

145

Z, = Z; ochmax{P,} = R

Nortonekvivalent

Im




Transformatorer - omsattningslagar I I

Vo, N I, _ Np
Vi N LN

Impedanstransformering

7, =12, (x—:)z

Ideal operationsférstarkare

ip=in=0A. Vid negativ aterkoppling ar va=v.

MOSFET (kortkanal med mattnadshastighet)

_I_

NMOS (UDS > 0)

PMOS (vDS < O)

ips = Kjin(gs — Vig)vps

Kretssymbol . .
Drain Drain
Gate — Gate =]
Source Source
Strypt Vgs < VtO Vgs > VtO
iD = O iD = 0
Linjart Omrade Vgs = Vio Vs < Vo

ips = Kiin(Wgs — Vio)Vps

Mattnadsomrade Vgs = Vio Vgs < Vo
Ups = Vgs = Vo Ups < Vgs = Vo
ips = Ksat (Wgs — Vio) ips = _Ksat(vgs - Vto)

Integrerande faktor

y' + g(t)y = h(t) har den integrerande faktorn e¢(®, dvs (yeG(t))’ = eGOn(t).




